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Symetryzator napi ecia statego

Uktad z pojedynczego napiecia stabilizowanego Vin

o wartosci 3-30V, wytwarza dwa napiecia: dodatnie

i ulemne, kazde o wartosci 1/2 Vin. Wartosci obu tych
napie¢ bedg réwne, jesli rezystancje R1 i R2 beda jed-
nakowe (zaleca sie uzycie rezystorow o tolerancji 1%).
Jesli rezystancja R1>R2, to dodatnie napiecie jest wie-
ksze od ujemnego. Jesli R2>R1, to ujemne napiecie
jest wieksze od dodatniego. Niezaleznie od wielkosci
réznicy pomiedzy wartosciami bezwzglednymi napie¢
wyjsciowych, ich suma jest zawsze rowna wartosci
napiecia wejsciowego.

Sercem symetryzatora jest popularny, podwojny wzm-
acniacz operacyjny LM358. Zamiast niego mozna bez-
posrednio uzy¢ uktadéw LA6458, MC1458, MC1558,
TLO62, TLO72 lub TLO82. Elementami wykonawczymi sg tranzystory, o przeciwnej polaryzacji: T1 -
NPN i T2 - PNP. Przy wiekszym obcigzeniu prgdowym dodatniego napiecia wyjsciowego, zwieksza
sie prad pobierany z tranzystora T2, a przy wiekszym obcigzeniu ujemnego napiecia, zwieksza sie
prad pobierany z tranzystora T1. Wieksze obcigzenie prgdowe jednego z napie¢ wyjsciowych, powo-
duje spadek jego wartosci i jednoczesny wzrost napiecia mniej obcigzonego (dzieje sie tak tylko przy
wiekszych obcigzeniach >0.3A). Dlatego symetryzator najlepiej sprawdzi sie w zasilaniu urzadzen,
ktore w przyblizeniu jednakowo obcigzajg obydwa napiecia wyjsciowe. W zaleznosci od potrzebnej
wydajnosci pradowej, nalezy uzy¢ odpowiednich tranzystoréw i ewentualnie wyposazy¢ je w niewie-
Ikie radiatory.

Uktad zmontowatem na ptytce jednostronnej o wymiarach 40x30 mm (2 zworki), ktora jest przystoso-
wana do uzycia tranzystoréw w obudowach TO92, TO126 i TO220 z rozktadem wyprowadzen CBE/
EBC/BCE/ECB. Jako matg ciekawostke dodam, ze ptytke prototypowg wykonatem bez trawienia
(mini wiertarkg z matym frezem).

Spis elementow:

REZYSTORY:
R1, R2 - 10 kQ

KONDENSATORY:
C1 - 100 uF/35Vv

C2 - 100 nF/35V

C3, C4 - 100 uF/16V
C5, C6 - 100 nF/16V

TRANZYSTORY:
T1 - dowolny NPN (patrz tekst)
T2 - dowolny PNP (patrz tekst)

UKLADY SCALONE:
U1 - LM358 (lub zamiennik)

Zt ACZA:
CON1 - 2-pinowe
CON2 - 3-pinowe

INNE:
U1 - podstawka DIP8 zwykia



Ponizsza tabela zawiera maksymalne parametry przyktadowych tranzystoréw,
ktérych mozna uzy¢ w symetryzatorze.
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Vcb - napiecie miedzy kolektorem i bazg (przy otwartym emiterze).
Vce - napiecie miedzy kolektorem i emiterem (przy otwartej bazie).
Veb - napiecie miedzy emiterem i baza (przy otwartym kolektorze).
Ic - ciagly prad kolektora.
Pc - moc rozpraszana kolektora.

TO92 TO126 TO220

ﬁ e

CBE
ECB BCE

Tranzystory BC3xx wystepujg w trzech
wersjach, réznigcych sie wzmocnieniem
hFE:

16: 100-250, 25: 160-400, 40: 250-630.

Tranzystory BC5xx wystepujg w trzech
wersjach, réznigcych sie wzmocnieniem
hFE:

A: 110-220, B: 200-450, C: 420-800.

Tranzystory BD1xx wystepujg w trzech
wersjach, réznigcych sie wzmocnieniem
hFE:

6: 40-100, 10: 63-160, 16: 100-250.

Tranzystory BD24x wystepujg w trzech
wersjach, rdznigcych sie napieciem Vce:
A: 60V, B: 80V, C: 100V.
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